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Представлены зависимости электрического напряжения датчика от 

времени U(t), соответствующие остаточным распределениям намагничен-
ности сплошных и дискретных магнитных носителей (МН) при воздей-
ствии на них магнитными полями приставных намагничивающих 
устройств в виде электромагнитов и постоянных магнитов. Построены 
зависимости U(t), соответствующие распределениям по координате x, 
позволяющие повысить точность определения структурных и магнитных 
свойств объекта за счет учета взаимного влияния МН друг на друга. 

 
Применение магнитного носителя для определения электрических 

и магнитных свойств металлических объектов и дефектов сплошности 
в них рассмотрено в ряде экспериментальных и теоретических работ.  

Расчеты распределений импульсных магнитных полей вблизи электропро-
водящих объектов приведены в [1], а в [2; 3] показано использование соответ-
ственно пленочных флюкс-детекторов и магнитного гистерезиса для контроля 
электропроводящих объектов в импульсных магнитных полях. Гистерезисная 
интерференция магнитного поля перемещаемого линейного индуктора [4] поз-
воляет повысить производительность контроля объектов. Расчеты остаточных 
магнитных полей [5] повышают точность контроля свойств электропроводя-
щих объектов. Дифференциальный фон электрического сигнала, снимаемого 
с индукционной головки [6] и позволяющий выделять сигналы, обусловлен-
ныеразными причинами, учитывался при всех измерениях с записью на маг-
нитный носитель. Контроль дефектов в металлах с использованием пленочных 
флюкс-детекторов [7] позволяет определять качество объектов в реальном ре-
жиме времени. Отметим также более раннюю работу [8], использованную при 
выполнении представленной экспериментальной работы. Гистерезисная интер-
ференция полей дефектов получена авторами в [9]. В данной работе были 
учтены также результаты, описанные в [10–17]. 

Целью работы является определение магнитных свойств объектов и дефектов 
сплошности в них при одновременной записи распределений магнитных полей 
на несколько магнитных носителей, что может повысить точность контроля. 

Результаты работы представлены на рис. 1 и рис. 2.  
На рис. 1 показана зависимость электрического напряжения U(t), снима-

емого с индукционной магнитной головки, от времени t для дискретного 
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магнитного носителя, состоящего из параллельных полос МН, установлен-
ных друг от друга на расстоянии порядка их ширины [3]. Сигнал U(t) от края 
каждой магнитной полосы прямо пропорционален величине напряженности 
магнитного поля. Измерения проведены в отсутствие ферромагнитных объ-
ектов. Источником магнитного поля являлся П-образный электромагнит 
(и постоянный магнит) с базой 56 мм, который в отсутствие указанных объ-
ектов обеспечивал величину горизонтальной составляющей напряженности 
магнитного поля на оси симметрии около Hτ = 100 А/см. Как видно из рис. 1, 
амплитуда двухполярного импульса составляет 0,04 В с отклонением до 
0,033 В при t = 0,0027 с, обусловленным свойствами участка дискрет-
ного МН.   

 

 
 

Рис. 1. Зависимость напряжения U(t) от времени для дискретного МН 
 
Свойства применяемого магнитного носителя найдены нами ранее в [9].  

Зависимость U(t), показанная на рис. 1, получена при одновременной записи 
напряженности магнитного на сплошной и дискретный магнитные носи-
тели, расстояние между которыми составляло 0,05 мм.  
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Рис.2. Зависимость напряжения U(t) от времени для сплошного МН 
 
На рис. 2 показана зависимость напряжения U(t), полученная для сплош-

ного МН. В данном случае величина сигнала пропорциональна производной 
напряженности измеряемого магнитного поля. Максимум при t = 0,0018 с 
и минимум при t = 0,0045 с сигналов соответствуют краям сплошного маг-
нитного носителя шириной 35 мм. Двухполярный сигнал (от –0,015 В до 0,013 
В) соответствует искусственному дефекту сплошного МН, который исполь-
зован в качестве метки. На рис. 2 с обеих сторон от метки видны сигналы от 
краев полос дискретного МН, прижатого к сплошному магнитному носителю. 
Их амплитуда составляет порядка 0,002 В. Отсюда следует, что при одновре-
менном нахождении распределений напряженности магнитного поля и его 
производной по времени (точнее при сканировании МН магнитной головкой 
по координате x) следует учитывать искажения сигнала, вносимые дискрет-
ным магнитным носителем. В то же время использование сплошного и дис-
кретного носителя одновременно позволяет повысить точность измерений и 
производительность контроля объектов за счет совместного анализа разной 
информации, поступающей с записи МН, с использованием методики выде-
ления сигналов, представленной в [6], а также результатов определения маг-
нитных полей с применением перемещаемого линейного индуктора [4] и ги-
стерезисной интерференции полей дефектов [8].  
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Представлены зависимости электрического напряжения датчика от 

времени U(t), соответствующие остаточным распределениям намагничен-
ности магнитных носителей (МН) при воздействии на них магнитными по-
лями приставных намагничивающих устройств в виде электромагнитов 
и постоянных магнитов при разных скоростях движения источников поля 
относительно металлических объектов в разных направлениях. Построены 
зависимости U(t) соответствующие распределениям по координате x, поз-
воляющие повысить точность определения структурных и магнитных 
свойств объекта и производительность контроля при движении источни-
ков поля относительно контролируемого объекта.  

 
Контроль дефектов сплошности в ферромагнитных, парамагнитных 

и диамагнитных металлах с помощью магнитного носителя (МН) и флюкс-
детекторов в приложенном и прошедшем поле изучен ранее авторами. Так, 
в [1] представлены результаты изучения распределений полей дефектов 
в импульсном магнитном поле в прошедшей волне, а в [2] описано опреде-
ление дефектов сплошности в металлах с использованием флюкс-детекто-
ров. Параметры сигналов полей дефектов зависят от магнитных и электри-
ческих свойств объектов, которые могут быть определены на основании ре-
зультатов, изложенных в [3]. Выделение сигналов, записанных на 


